
 1 

SOBRE A EVAPORAÇÃO DE GaAs 

Arsenieto de gálio é um semicondutor interessante e de significativa importância tecnológica. 
Vapor de gálio é puramente monoatômico mas vapor de arsênio consiste de moléculas, 
predominantemente As2 e As4. Conforme mostra a Fig. III.7, a pressão de vapor de Ga sobre 
GaAs é ligeiramente aumentada em comparação com aquela sobre Ga líquido. Contrastando 
com isso, as pressões de vapor das duas espécies de arsênio são, em ordens de grandeza, 
menores que aquelas sobre puro As sólido. Esse comportamento se deve às gigantescas 
diferenças entre as energias de coesão de GaAs quando comparadas com as energias dos 
elementos puros. 

 
Como a composição da fase vapor de equilíbrio térmico (XAPAeq/XBPBeq) não é em geral igual à 
da fase condensada (XA/XB), pode-se tirar vantagem dessa propriedade para a purificação de 
uma liga ou, talvez, para incorporar, a partir da fase vapor, um outro elemento na liga, 
dependendo da razão entre as pressões de vapor. Por outro lado, a evaporação não 
congruente pode ser prejudicial à composição da liga. Por exemplo, a sublimação de GaAs, 
em geral, leva a uma perda desproporcional de arsênio, frequentemente acompanhada da 
formação de gotas líquidas de gálio na superfície da amostra (Fig. III.6) 
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